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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基準電圧と、該第１の基準電圧より低圧の第２の基準電圧とを用いてデジタル信
号をアナログ信号に変換するＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段と、
　該Ｄ／Ａ変換手段から受けたアナログ信号をインピーダンス変換するインピーダンス変
換手段と、
　を備え、
　第２の基準電圧は接地電圧であり、
　前記Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段は、
　該Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段の出力から直列接続された複数の第１の抵抗（
各抵抗値はＲ）と、
　前記第１の抵抗の各接続点、及び前記直列接続された複数の第１の抵抗からなる抵抗群
の両端点にそれぞれ接続された複数の第２の抵抗（各抵抗値は２Ｒ）と、
　前記第２の抵抗の前記第１の抵抗側でない端点にそれぞれ接続され、前記第２の抵抗に
、第１の基準電圧、あるいは接地電圧を接続する複数のスイッチと、
　一端が前記複数のスイッチと共通に第１の基準電圧に接続され、他端が前記Ｒ－２Ｒラ
ダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段の出力に接続された、前記第２の抵抗とは異なる第３の抵抗（
抵抗値は２Ｒ）と、
　入力されたデジタル信号を基に、前記複数のスイッチを制御するスイッチコントロール
手段と、を有し、
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　前記インピーダンス変換手段は、
　前記Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段からのアナログ信号がゲートに入力されるＮ
型ＭＯＳトランジスタと、
　該Ｎ型ＭＯＳトランジスタに接続された抵抗と、を有する、
　ことを特徴とするＤ／Ａ変換装置。
【請求項２】
　請求項１記載のＤ／Ａ変換装置において、
　前記Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段は、前記アナログ信号にオフセット電圧を与
えることを特徴とするＤ／Ａ変換装置。
【請求項３】
　請求項１記載のＤ／Ａ変換装置において、
　前記インピーダンス変換手段は、前記Ｎ型ＭＯＳトランジスタに代えてＰ型ＭＯＳトラ
ンジスタを有することを特徴とするＤ／Ａ変換装置。
【請求項４】
　請求項１または３記載のＤ／Ａ変換装置において、
　前記インピーダンス変換手段は、前記抵抗に代えてＮ型ＭＯＳトランジスタ、またはＰ
型ＭＯＳトランジスタを有することを特徴とするＤ／Ａ変換装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル信号をアナログ信号に変換するＤ／Ａ変換装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体の集積技術の向上により、システムがワンチップ上に集積されるようになっ
てきているため、半導体装置にアナログ回路を内蔵する際、回路面積と端子数の増加を抑
えながら性能の向上をいかにして図るかが課題となっている。
【０００３】
アナログ回路のＤ／Ａコンバータ方式において一般的に用いられるものの中に、図１０（
例として４ビット構成）に示すＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換装置がある。このＤ／Ａ
コンバータは、抵抗値がＲと２Ｒの抵抗を使い、各ビットの値によりスイッチをコントロ
ールして抵抗を基準電圧のＶＲＥＦＨとＶＲＥＦＬとのどちらにつなぐかで電圧を分圧し
、ＶＲＥＦＬから（ＶＲＥＦＨ－ＶＲＥＦＬ）×（２n－１）／２n＋ＶＲＥＦＬのダイナ
ミックレンジのアナログ信号を出力するものである。このような単純な構成のため、小面
積なＤ／Ａコンバータ回路を比較的容易に実現できる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のＲ－２Ｒラダー抵抗Ｄ／Ａ変換装置の構成では、Ｒ－２Ｒ抵抗
網の出力がそのままアナログ出力になっているため、出力インピーダンスが高く、この従
来のＤ／Ａ変換装置の出力に接続される、波形をスムーズにするためのローパスフィルタ
などの負荷の影響を受けやすい。例えば、高速に変化する信号などでは、図１１に示すよ
うに波形なまりのため、アナログ出力の応答性が低下するなどの問題が発生する。
【０００５】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、出力インピーダンス特性を
改善することにより、高速に変化する信号に対する応答性を向上させたＤ／Ａ変換装置を
提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明によるＤ／Ａ変換装置は、第１の基準電圧と、該第１
の基準電圧より低圧の第２の基準電圧とを用いてデジタル信号をアナログ信号に変換する
Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段と、該Ｄ／Ａ変換手段から受けたアナログ信号をイ
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ンピーダンス変換するインピーダンス変換手段と、を備え、第２の基準電圧は接地電圧で
あり、前記Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段は、該Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換
手段の出力から直列接続された複数の第１の抵抗（各抵抗値はＲ）と、前記第１の抵抗の
各接続点、及び前記直列接続された複数の第１の抵抗からなる抵抗群の両端点にそれぞれ
接続された複数の第２の抵抗（各抵抗値は２Ｒ）と、前記第２の抵抗の前記第１の抵抗側
でない端点にそれぞれ接続され、前記第２の抵抗に、第１の基準電圧、あるいは接地電圧
を接続する複数のスイッチと、一端が前記複数のスイッチと共通に第１の基準電圧に接続
され、他端が前記Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段の出力に接続された、前記第２の
抵抗とは異なる第３の抵抗（抵抗値は２Ｒ）と、入力されたデジタル信号を基に、前記複
数のスイッチを制御するスイッチコントロール手段と、を有し、前記インピーダンス変換
手段は、前記Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段からのアナログ信号がゲートに入力さ
れるＮ型ＭＯＳトランジスタと、該Ｎ型ＭＯＳトランジスタに接続された抵抗と、を有す
る、ことを特徴とするものである。
【０００７】
また、本発明によるＤ／Ａ変換装置は、前記Ｄ／Ａ変換装置において、前記Ｒ－２Ｒラダ
ー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段は、前記アナログ信号にオフセット電圧を与えることを特徴とす
るものである。
【００１１】
また、本発明によるＤ／Ａ変換装置は、前記Ｄ／Ａ変換装置において、前記インピーダン
ス変換手段は、前記Ｎ型ＭＯＳトランジスタに代えてＰ型ＭＯＳトランジスタを有するこ
とを特徴とするものである。
【００１２】
また、本発明によるＤ／Ａ変換装置は、前記Ｄ／Ａ変換装置において、前記インピーダン
ス変換手段は、前記抵抗に代えてＮ型ＭＯＳトランジスタ、またはＰ型ＭＯＳトランジス
タを有することを特徴とするものである。
【００１３】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
以下、本発明の実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置について、図面を参照しながら説明す
る。本実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置は、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａコンバータの
アナログ出力の電流ドライブ能力を向上させ、アナログ出力信号の応答性を改善するもの
である。
【００１４】
図１は、本実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図であり、図２は、その
Ｄ／Ａ変換装置の作用効果を説明するための波形図である。
図１において、本実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置１００は、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ
／Ａ変換手段１０１と、インピーダンス変換手段１０２とを備える。Ｒ－２Ｒラダー抵抗
型Ｄ／Ａ変換手段１０１は、基準電圧ＶＲＥＦＨと、基準電圧ＶＲＥＦＬ（ただし、ＶＲ
ＥＦＬはＶＲＥＦＨよりも低圧）とを用いて、デジタル信号をアナログ信号に変換するも
のであり、さらに、スイッチコントロール１０１０と、スイッチ１０１１ａ、１０１１ｂ
、１０１１ｃ、１０１１ｄと、抵抗値が２Ｒ、あるいはＲの複数の抵抗とを備える。
【００１５】
スイッチコントロール１０１０は、入力されるデジタル信号に基づいてスイッチ１０１１
ａなどをコントロールするものであり、入力デジタル信号の各ビットが“１”のときには
スイッチに基準電圧ＶＲＥＦＨ側を選択させ、“０”のときにはスイッチに基準電圧ＶＲ
ＥＦＬ側を選択させる。例えば、ＬＳＢが“０”のときには、スイッチ１０１１ａにＶＲ
ＥＦＬ側を選択させ、ＬＳＢが“１”のときには、スイッチ１０１１ａにＶＲＥＦＨ側を
選択させる。このようにしてスイッチコントロール１０１０によりスイッチ１０１１ａな
どがコントロールされることにより、基準電圧ＶＲＥＦＬから基準電圧ＶＲＥＦＨまでの
電圧が分圧され、ＶＲＥＦＬから（ＶＲＥＦＨ－ＶＲＥＦＬ）×（２n－１）／２n＋ＶＲ
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ＥＦＬのダイナミックレンジのアナログ信号がＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０
１から出力される。
【００１６】
インピーダンス変換手段１０２は、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０１から受け
たアナログ信号をインピーダンス変換するものであり、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ１０４と
、そのＮ型ＭＯＳトランジスタ１０４のソースに接続された抵抗１０３とを備える。この
ソース出力（ＶＯＵＴ）が本実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置の最終のアナログ出力と
なる。
【００１７】
次に、本実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置の動作について説明する。
デジタル信号は、スイッチコントロール１０１０に入力され、そのデジタル信号の各ビッ
トごとの値に応じて、スイッチ１０１１ａ～１０１１ｄがコントロールされる。このスイ
ッチ１０１１ａ～１０１１ｄのコントロールにより基準電圧ＶＲＥＦＬから基準電圧ＶＲ
ＥＦＨまでの電圧が分圧される。そして、ＶＲＥＦＬから（ＶＲＥＦＨ－ＶＲＥＦＬ）／
２nごとに変化するアナログ信号がＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０１から出力
される。
【００１８】
このＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０１からの出力は、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ
１０４のゲートに入力され、インピーダンス変換手段１０２によりインピーダンス変換さ
れる。したがって、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０１の出力インピーダンスは
高いが、インピーダンス変換手段１０２からの出力、すなわちＤ／Ａ変換装置１００から
の出力（ＶＯＵＴ）は、電流能力が向上されており、低インピーダンスとなっている。そ
して、図２で示されるように、Ｄ／Ａ変換装置１００の出力（ＶＯＵＴ）と、その出力を
ローパスフィルタ１０５に通した後の出力（ＡＯＵＴ）とを比較しても、従来例（図１１
）に比べて応答性が向上していることが分かる。
【００１９】
このように、本実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置によれば、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ１
０４と抵抗１０３とから構成されるソースフォロワ回路のインピーダンス変換手段１０２
を備え、そのインピーダンス変換手段１０２によりＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段
１０１からのアナログ出力をインピーダンス変換することで、Ｄ／Ａ変換装置の出力イン
ピーダンス特性を改善し、出力電流ドライブ能力を向上させることができ、高速に変化す
る信号に対する応答性を向上させることができる。
【００２０】
（実施の形態２）
以下、本発明の実施の形態２によるＤ／Ａ変換装置について、図面を参照しながら説明す
る。
図３は、上述の実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置において、基準電圧ＶＲＥＦＬを接地
電圧としたものの構成を示す回路図であり、図４は、そのＤ／Ａ変換装置におけるインピ
ーダンス変換手段への入力波形と出力波形を示す波形図である。なお、図３で示されるＤ
／Ａ変換装置の構成、及び動作は実施の形態１と同様であり、その説明を省略する。
【００２１】
Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０１の基準電圧ＶＲＥＦＨ、ＶＲＥＦＬとしては
、図３で示されるように、基準電圧ＶＲＥＦＨを、Ｄ／Ａ変換装置を内蔵している半導体
装置の電源電圧ＶＤＤとし、基準電圧ＶＲＥＦＬを接地電圧（グラウンド）とするのが一
般的である。この場合には、上述のようにソースフォロワによるインピーダンス変換手段
１０２により信号の応答性を向上させることができるが、インピーダンス変換手段１０２
のＮ型ＭＯＳトランジスタ１０４が動作するためには、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換
手段１０１のアナログ信号出力Ｓ１１の電圧が、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ１０４のスレッ
ショルド電圧ＶＴ以上である必要がある。例えば、図４（ａ）で示されるように、アナロ
グ信号出力Ｓ１１がＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０１のダイナミックレンジい
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っぱいの信号であった場合には、インピーダンス変換手段１０２からの出力、すなわちＤ
／Ａ変換装置からの出力Ｓ１２は、図４（ｂ）で示されるようになり、Ｎ型ＭＯＳトラン
ジスタ１０４のスレッショルド電圧ＶＴ分だけ、信号欠けが発生してしまうこととなる。
本実施の形態２によるＤ／Ａ変換装置は、このアナログ出力の信号欠けを改善するもので
ある。
【００２２】
図５は、本実施の形態２によるＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図であり、図６は、その
Ｄ／Ａ変換装置におけるインピーダンス変換手段への入力波形と出力波形を示す波形図で
ある。
【００２３】
図５において、本実施の形態２によるＤ／Ａ変換装置では、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ
変換手段１０１で用いる基準電圧ＶＲＥＦＨ、ＶＲＥＦＬとして、基準電圧ＶＲＥＦＨを
電源電圧ＶＤＤ１とし、低圧側の基準電圧ＶＲＥＦＬを別の電源電圧ＶＤＤ２としている
。ここで、この電圧ＶＤＤ２は、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ１０４のスレッショルド電圧Ｖ
Ｔ以上であり、電源電圧ＶＤＤ１より低圧である。なお、これ以外のＤ／Ａ変換装置の構
成、及び動作は実施の形態１と同様であり、その説明を省略する。
【００２４】
本実施の形態２によるＤ／Ａ変換装置では、基準電圧ＶＲＥＦＬを接地電圧ではないＶＤ
Ｄ２としたことにより、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０１のアナログ出力にオ
フセット電圧を与えたこととなり、その結果、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０
１のアナログ信号出力Ｓ２１は、図６（ａ）で示されるようになる。したがって、Ｎ型Ｍ
ＯＳトランジスタ１０４のゲートに入力される信号はスレッショルド電圧ＶＴ以上である
ため、インピーダンス変換手段１０２の出力は信号欠けを発生することなく、図６（ｂ）
で示されるようになる。
【００２５】
このように、本実施の形態２によるＤ／Ａ変換装置によれば、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／
Ａ変換手段１０１のアナログ出力にオフセット電圧を与えるようにしたことで、インピー
ダンス変換手段１０２に入力される信号の電圧値がＮ型ＭＯＳトランジスタ１０４のスレ
ッショルド電圧ＶＴを超えることとなり、インピーダンス変換手段１０２の出力、すなわ
ち本実施の形態２によるＤ／Ａ変換装置の出力の信号欠けを防止することができる。
【００２６】
（実施の形態３）
以下、本発明の実施の形態３によるＤ／Ａ変換装置について、図面を参照しながら説明す
る。本実施の形態３によるＤ／Ａ変換装置は、より簡易な構成により、実施の形態２によ
るＤ／Ａ変換装置と同様に、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段のアナログ出力にオフ
セット電圧を与えるようにしたものである。
【００２７】
図７は、本実施の形態３によるＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図である。なお、インピ
ーダンス変換手段１０２の構成、及び動作は実施の形態１と同様であり、その説明を省略
する。
図７において、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段２１０は、抵抗２０１、２０２ａ～
２０２ｃ、２０３ａ～２０３ｄと、スイッチ１０１１ａ～１０１１ｄと、スイッチコント
ロール１０１０とを備える。なお、基準電圧ＶＲＥＦＨは電源電圧ＶＤＤとし、基準電圧
ＶＲＥＦＬは接地電圧としている。抵抗２０２ａ～２０２ｃは、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ
／Ａ変換手段２１０の出力から直列接続されており、その各抵抗の接続点、及び抵抗２０
２ａ～２０２ｃからなる抵抗群の両端点に、抵抗２０３ａ～２０３ｄがそれぞれ接続され
ている。ここまでは、通常のＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段と同様であるが、本実
施の形態３によるＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段２１０では、一端が基準電圧ＶＲ
ＥＦＨの電圧源（ＶＤＤ）に接続され、他端がＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段２１
０の出力に接続された抵抗２０１を備えている点が通常のものと異なっている。この抵抗
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２０１を有していることにより、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段２１０のアナログ
信号出力Ｓ３１にオフセットを与えたこととなり、電源ＶＤＤ２を別途用意することなく
、抵抗の一端をつなぎかえるという簡単な方法により、オフセットを与えることができる
。
【００２８】
図７で示されるＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段２１０の場合、デジタル信号が“０
０００”の時に、アナログ信号出力Ｓ３１が最低値となるが、その最低値は、ＶＤＤ×（
４３／１２８）となり、ＶＤＤの約１／３となる。したがって、ＶＤＤの値をＮ型ＭＯＳ
トランジスタ１０４のスレッショルド電圧ＶＴの３倍以上とすればよい。例えば、ＶＤＤ
として３．３Ｖを用い、スレッショルド電圧ＶＴが０．７Ｖである場合には、このＲ－２
Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段２１０のアナログ信号出力Ｓ３１のオフセットにより、ア
ナログ信号出力Ｓ３１の最低値が十分スレッショルド電圧ＶＴを超えていることが分かる
。
【００２９】
このように、本実施の形態３によるＤ／Ａ変換装置によれば、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／
Ａ変換手段２１０を、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段２１０の出力から直列接続さ
れた複数の抵抗２０２ａ～２０２ｃと、抵抗２０２ａ～２０２ｃの各接続点、及び直列接
続された複数の抵抗２０２ａ～２０２ｃからなる抵抗群の両端点にそれぞれ接続された複
数の抵抗２０３ａ～２０３ｄと、抵抗２０３ａ～２０３ｄの抵抗２０２ａ～２０２ｃ側で
ない端点にそれぞれ接続され、抵抗２０３ａ～２０３ｄに、電源電圧（ＶＤＤ）、あるい
は接地電圧（グラウンド）を接続する複数のスイッチ１０１１ａ～１０１１ｄと、一端が
電源電圧（ＶＤＤ）に接続され、他端がＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段２１０の出
力に接続された抵抗２０１と、入力されたデジタル信号を基に、複数のスイッチ１０１１
ａ～１０１１ｄを制御するスイッチコントロール１０１０とから構成したことで、実施の
形態２のように電源ＶＤＤ２を別途用意することなく、抵抗２０１の端点をつなぎかえた
という簡易な構成により、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段２１０のアナログ出力に
トランジスタ１０４のスレッショルド電圧ＶＴを超えるオフセット電圧を与えることがで
き、インピーダンス変換手段１０２の出力、すなわちＤ／Ａ変換装置の出力の信号欠けを
防止することができる。
【００３０】
（実施の形態４）
以下、本発明の実施の形態４によるＤ／Ａ変換装置について、図面を参照しながら説明す
る。
図８は、本実施の形態４によるＤ／Ａ変換装置の構成を示すブロック図である。なお、図
８で示されるＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０１の構成、及び動作は実施の形態
１と同様であり、その説明を省略する。
【００３１】
本実施の形態４によるインピーダンス変換手段３００は、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ１０４
、３０１を有する。Ｎ型ＭＯＳトランジスタ１０４は、実施の形態１と同様のものであり
、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ３０１は、実施の形態１による抵抗１０３に代えて設けられた
ものである。
【００３２】
実施の形態１によるインピーダンス変換手段１０２では、インピーダンス変換にＮ型ＭＯ
Ｓトランジスタ１０４と抵抗１０３とを用いているが、この構成では、半導体の製造工程
によりトランジスタ１０４における抵抗成分と、抵抗１０３の抵抗値との抵抗比のばらつ
きが大きくなり、最終的なアナログ出力（ＶＯＵＴ）の電圧にもばらつきが生じるおそれ
がある。しかしながら、図８で示される本実施の形態４によるインピーダンス変換手段３
００のように、抵抗１０３に代えてＮ型ＭＯＳトランジスタ３０１を用いることで、半導
体製造工程における抵抗比のばらつきを抑えることができ、出力電圧（ＶＯＵＴ）のばら
つきも抑えることができる。
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【００３３】
（実施の形態５）
以下、本発明の実施の形態５によるＤ／Ａ変換装置について、図面を参照しながら説明す
る。
図９は、本実施の形態５によるＤ／Ａ変換装置の構成を示すブロック図である。なお、図
９で示されるＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段１０１の構成、及び動作は実施の形態
１と同様であり、その説明を省略する。
【００３４】
本実施の形態５によるインピーダンス変換手段４００は、Ｐ型ＭＯＳトランジスタ４０１
と、抵抗４０２とを有する。このインピーダンス変換手段４００の動作については、実質
的に実施の形態１によるインピーダンス変換手段１０２と同様であり、その説明を省略す
る。
【００３５】
このように、本実施の形態５によるＤ／Ａ変換装置のように、インピーダンス変換手段４
００をＰ型ＭＯＳトランジスタ４０１で構成しても、実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置
と同様の効果を奏することができる。
【００３６】
なお、実施の形態４の場合と同様に、抵抗４０２に代えてＭＯＳトランジスタを用いるよ
うにしてもよい。
【００３７】
また、インピーダンス変換手段を構成するトランジスタは、ＭＯＳトランジスタ（ＭＯＳ
－ＦＥＴ）に限定されるものではなく、バイポーラトランジスタや、接合型トランジスタ
（Ｊ－ＦＥＴ）であってもよい。ただし、ＭＯＳトランジスタでインピーダンス変換手段
を構成した場合には、Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段と一緒に半導体基板上にイン
ピーダンス変換手段を構成することができ、Ｄ／Ａ変換装置のコストを低減させることが
できるというメリットがある。
【００３８】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、本発明によるＤ／Ａ変換装置によれば、第１の基準電
圧と、該第１の基準電圧より低圧の第２の基準電圧とを用いてデジタル信号をアナログ信
号に変換するＲ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段と、該Ｄ／Ａ変換手段から受けたアナ
ログ信号をインピーダンス変換するインピーダンス変換手段とを備えたことで、Ｄ／Ａ変
換装置の出力インピーダンス特性を改善し、出力電流ドライブ能力を向上させることがで
き、高速に変化する信号に対する応答性を向上させることができる効果が得られる。
　また、第２の基準電圧は接地電圧であり、前記Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段は
、該Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段の出力から直列接続された複数の第１の抵抗（
各抵抗値はＲ）と、前記第１の抵抗の各接続点、及び前記直列接続された複数の第１の抵
抗からなる抵抗群の両端点にそれぞれ接続された複数の第２の抵抗（各抵抗値は２Ｒ）と
、前記第２の抵抗の前記第１の抵抗側でない端点にそれぞれ接続され、前記第２の抵抗に
、第１の基準電圧、あるいは接地電圧を接続する複数のスイッチと、一端が前記複数のス
イッチと共通に第１の基準電圧に接続され、他端が前記Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換
手段の出力に接続された、前記第２の抵抗とは異なる第３の抵抗（抵抗値は２Ｒ）と、入
力されたデジタル信号を基に、前記複数のスイッチを制御するスイッチコントロール手段
と、を有し、前記インピーダンス変換手段は、前記Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段
からのアナログ信号がゲートに入力されるＮ型ＭＯＳトランジスタと、該Ｎ型ＭＯＳトラ
ンジスタに接続された抵抗と、を有する、という簡易な構成により、Ｒ－２Ｒラダー抵抗
型Ｄ／Ａ変換手段のアナログ出力にトランジスタのスレッショルド電圧ＶＴを超えるオフ
セット電圧を与えることができ、前記インピーダンス変換手段の出力、すなわちＤ／Ａ変
換装置の出力の信号欠けを防止することができる効果が得られる。
【００３９】
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また、本発明によるＤ／Ａ変換装置によれば、前記Ｄ／Ａ変換装置において、前記Ｒ－２
Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段が、前記アナログ信号にオフセット電圧を与えることで、
前記インピーダンス変換手段の出力、すなわちＤ／Ａ変換装置の出力の信号欠けを防止す
ることができる効果が得られる。
【００４２】
また、本発明によるＤ／Ａ変換装置によれば、前記Ｄ／Ａ変換装置において、前記インピ
ーダンス変換手段が、前記抵抗に代えてＮ型ＭＯＳトランジスタ、またはＰ型ＭＯＳトラ
ンジスタを有することで、半導体製造工程における抵抗比のばらつきを抑えることができ
、出力電圧のばらつきも抑えることができる効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図である。
【図２】本発明の実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置の作用効果を説明するための波形図
である。
【図３】本発明の実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図である。
【図４】本発明の実施の形態１によるＤ／Ａ変換装置におけるインピーダンス変換手段へ
の入力波形と出力波形を示す波形図である。
【図５】本発明の実施の形態２によるＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図である。
【図６】本発明の実施の形態２によるＤ／Ａ変換装置におけるインピーダンス変換手段へ
の入力波形と出力波形を示す波形図である。
【図７】本発明の実施の形態３によるＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図である。
【図８】本発明の実施の形態４によるＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図である。
【図９】本発明の実施の形態５によるＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図である。
【図１０】従来のＤ／Ａ変換装置の構成を示す回路図である。
【図１１】従来のＤ／Ａ変換装置の作用効果を説明するための波形図である。
【符号の説明】
１００　Ｄ／Ａ変換装置
１０１、２１０　Ｒ－２Ｒラダー抵抗型Ｄ／Ａ変換手段
１０２、３００、４００　インピーダンス変換手段
１０３、２０１、２０２ａ～２０２ｃ、２０３ａ～２０３ｄ、４０２　抵抗
１０４、３０１　Ｎ型ＭＯＳトランジスタ
１０５　ローパスフィルタ
４０１　Ｐ型ＭＯＳトランジスタ
１０１０　スイッチコントロール
１０１１ａ、１０１１ｂ、１０１１ｃ、１０１１ｄ　スイッチ
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